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Эффективная масса и g-фактор электронов в широких квантовых

ямах теллурида ртути ∗
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Измерены магнитополевые (0 < B < 9 Тл) зависимости продольного и холловского сопротивлений при

фиксированных температурах (2 < T < 50K) для системы HgCdTe/HgTe/HgCdTe с квантовой ямой HgTe

шириной 20.3 нм. Активационный анализ кривых магнитосопротивления был использован в качестве

инструмента для определения щелей подвижности между соседними уровнями Ландау. Значения энергии

активации, полученные из температурных зависимостей продольного сопротивления в областях плато

квантового эффекта Холла с факторами заполнения v = 1, 2, 3, позволили сделать оценки эффективной

массы и g-фактора электронов в исследуемой системе. Получены указания на возможность больших значений

g-фактора (∼= 80).
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